
R07DS0718JJ0100  Rev.1.00  Page 1 of 4 
2012.03.30  

 データシート 

N0201R 
シリコン PNP エピタキシャル形 

特長 

 N0201S とコンプリメンタリです。 
 VCEO = 25 V 
 IC(DC) = 1.0 A 
 小型パッケージ SOT-23F（2SB798：3pPoMM のパッケージ展開） 
 

製品ラインアップ 

型名 包装仕様 パッケージ名称 パッケージコード 重量[TYP.] 

N0201R-T1-AT Tape 3000p/reel SOT-23F PVSF0003ZA-A 0.0126g 

 

絶対最大定格（Ta = 25℃） 

項 目 略 号 定  格 単 位 

コレクタ・ベース間電圧 VCBO 30 V 

コレクタ・エミッタ間電圧 VCEO 25 V 

エミッタ・ベース間電圧 VEBO 5.0 V 

コレクタ電流（直流） IC(DC) 1.0 A 

コレクタ電流（パルス）*1 IC(pulse) 1.5 A 

全損失 PT1 0.2 W 

全損失*2 PT2 1.0 W 

チャネル温度 Tj 150 C 

保存温度 Tstg 55～150 C 

【注】 *1. PW≦10 ms, Duty Cycle≦50% 

 *2. FR-4 基板サイズ 2500 mm2
×1.6 mm, t≦5 sec 

 

電気的特性（Ta = 25℃） 

項目 略号 条件 MIN. TYP. MAX. 単位 

コレクタしゃ断電流 ICBO VCB = 30 V, IE = 0   100 nA 

エミッタしゃ断電流 IEBO VEB = 5.0 V, IC = 0   100 nA 

直流電流増幅率 hFE1*1 VCE = 1.0 V, IC = 100 mA 90 200 400  

直流電流増幅率 hFE2*1 VCE = 1.0 V, IC = 1.0 A 50 100   

コレクタ飽和電圧 VCE(sat)*
1 IC = 1.0 A, IB = 100 mA  0.25 0.4 V 

ベース飽和電圧 VBE(sat)*
1 IC = 1.0 A, IB = 100 mA  1.0 1.2 V 

直流ベース電圧 VBE*1 VCE = 6.0 V, IC = 10 mA 600 640 700 mV 

利得帯域幅積 fT VCE = 6.0 V, IE = 10 mA  90  MHz 

コレクタ容量 Cob VCB = 10.0 V, IE = 0, f = 1.0 MHz  27  pF 

【注】 *1. パルス測定 

 

hFE規格区分 

捺印 DM DL DK 

hFE1 90～180 135～270 200～400 
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特性曲線（Ta = 25℃） 
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COLLECTOR CURRENT vs.
BASE TO EMITTER VOLTAGE
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外形寸法図（単位：mm） 

 

 

 
  

 
1：エミッタ 

2：ベース  

3：コレクタ 
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